)»))>; 



® BUNDESREPUBL1K © Offenlegungsschrift 

e, DE 19623 846 A1 



D E UTS C H LAN D 




DEUTSCHES 
PATENTAMT 



51) Int. CI. 6 : 

H 01 L 29/772 

H 01 L 29/94 



(2?) Aktenzeichen: 
@ Anmeldetag: 
© Offenlegungstag: 



196 23 846.3 
14. 6.96 . 
17. 4.97 



< 

CO 

CO 
CM 

<o 



UJ 

Q 



(§) Unionsprioritat: (£)(§) © 
11.10.95 JP 7-263096 

©Anmelder: 

Mitsubishi Denki K.K., Tokio/Tokyo, JP 

® Vertreter:. 

Prufer und Koliegen, 81545 Munchen 



(§) Erfinder: 

Eimori, Takahisa, Tokio/Tokyo, JP; Oashi, Toshiyuki, 
Tokio/T okyo, JP; Shimomura, Kenichi, Tokio/Tokyo, 
• JP 



CO 

00 

CO 
CM 

CO 
O) 



Prufungsantrag gem. S 44 PatG ist gesteilt 
@ Halbleitereinrichtung ' '_' 

(57) Es wird eine SOI-MOS-Transistorstruktur erhalten r die die 
Verhinderung eines Substrat-Schwebeeffektes ermSglicht, 
die die Gatekapazitat und den Kontaktwiderstand verringert 
und die Serienschaltung von rwei oder mehr Transistoren 
ermoglicht. Eine Halbleitereinrichtung, die diesen Transistor 
einschlieSt, enthalt ein Paar n + -Source-/Drainbereiche (3, 
3b, 3c) und einen p^-Kanalpotentialfestlegungsbereich (4a, 
4b), der dadurch gebUdet wurde, daB ein aktiver Bereich (5) 
durch eine erste Leitung (1) und eine zweite Leitung (2) und 
— . ' eine dritte Leitung (14) und eine funfte Leitung (15), die sich 
jeweiis von den entsprechenden Sertenabschnitten der 
Leitungen her erstrecken, unterteiit wird. Da Locher, die in 
einem effektiven Kanalbereich (1 1) gespeichert sind, in den 
p + -Kanaipotentialfixierungsbereich (4a, 4b) fiieBen, kann 
" der Substratschwebeeffekt verhlndert warden. Da ein Be- 
f reich des Paares der n + -Source-/Drainbereiche (3a, 3b) oder 
(3s, 3c) breiter ais der andere Bereich 1st kann der 
Kontaktwiderstand verringert werden. Daruber hinaus kon- 
diese Transistoren in Serie mitainander verbunden 
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nen 

werden, da die Gateleitungen nicht rniteinander verbunden 
sind. 
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Beschreibung 



Die.vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Halb- 
leitereinrichtung. Insbesondere bezieht sich die vorlie- 
gende Erfindung auf eine Halbleitereinrichtung mit ei- 
nem SOI-MOS-Transistor, in der ein Schwebeeffekt des 
Substrates vermieden wird 

Ein MOS-Transistor, der in einer HaJbleiterschicht 
vorgesehen ist, die auf einer isblierenden Schicht gebil- 
det ist, wird im allgemeinen ein SOI-MOS-Transistor 
(Silicon On Insulator- Metal Oxide Semiconductor) ge- 
nannt Da der SOI-MOS-Transistor Elemente durch Iso- 
lation voneinander trennt und die Elemente einschlieB- 
lich eines Substrates vollstandig voneinander isolieren 
kann, leidet er unter geringerem Leckstrom und weist 
eine hohere Stromsteuerbarkeit auf. Daruber hinaus 
kann der SOI-MOS-Transistor einen "Short-Chan- 
nel"- Effekt (Kurz-Kanaleffekt) und ahnliches unterdruk- 
ken. - . 

Aus diesem Grunde wird es erwartet, daB SOI-MOS- 
Transistoren zukiinftig als Hauptstrukturen eines Tran- 
sistors mit einer GroBenordnung von einem viertel Mi- 
kron (Mikrometer) in einer Speichereinrichtung oder 
einer logischen Schaltung verwendet werden. In Fig. 30 
ist ein typischer Aufbau eines SOI-MOS-Transistors ge- 
zeigt Der SOI-MOS-Transistor schlieBt ein Paar 
n + -Source-/Drainbereiche 3 ein, die zu beiden Seiten 
einer Gateleitung (bzw. Gateverdrahtung) 17 auf einem 
aktiven Bereich 5 gebildet sind. Der n + -Source/Drain- 
bereich 3 ist mit einem anderen (nicht gezeigten) Ele- 
ment uber einen n + >Source-/Drainkontakt 9 verbun- 
den. Ein Transistor mit einem solchen, wie oben be- 
schriebenen Aufbau fuhrt bei fortschreitender Miniatu- 
risierung zu verschiedenen Problemen. Wenn insbeson- 
dere die Kanallange kurzer als 1 [xm wird, so tritt ein 
steiler Stromanstieg in der Io-lG-Kennlinie auf, es tritt 
ein Knick-Phanomen in der ID-Vb-Kennlinie auf, es fin- 
det eine Verringerung der Source-/Drain-Durchbruchs- 
pannung statt und es tritt ein Latch-Phanomen in der 
ID-VG-Kennlinie, so wie weitere Effekte, auf, wie sie 
Handotai Kenkyu 40, herausgegeben durch Kogyocho- 
sakai: 166 und 167, beschrieben sind. 

Diese Phanomene verursachen eine Verschlechte- 
rung der Eigenschaften des SOI-MOS-Transistors. Eine 
solche Verschlechterung der Eigenschaften beruht auf 
einem Subs trat-Schwe beef fekt Der Substrat-Schwebe-. 
ef fekt wird auch parasitarer bipplarer Effekt genannt 

Der parasitare bipolare Effekt wird mit Bezug auf 
Fig. 31 beschrieben. Wenn eine Drainspanniing erhoht 
wird, so nimmt ein elektrisches Feld in der Nahe eines 
Drainbereiches 33 in einer Kanalrichtung einen erheb- 
lich hohen Wert an. Ein Elektron 30 in einem unter der 
Gateleitung 17 angeordneten effektiven Kanalbereich 
wird durch dieses starke elektrische Feld zum Erreichen 
eines hoch-energetischen Zustandes beschleunigt (an- 
gedeutet durch Bezugszeichen 31). Das sich in diesem 
Zustand befindende Elektron stoBt (angezeigt durch Be- 
zugszeichen 34) mit einem Siliziumatom in der Nahe 
eines Endabschnittes des Drainbereiches 33 zusammen 
und erzeugt eine groBe Anzahl von Elektron-Loch-Paa- 
ren. Ein Elektron 35 des durch StoBionisation erzeugten 
Elektronen-Loch-Paares wird durch ein hohes elektri- 
sches Drainfeld angezogen und flieBt in den Drainbe- 
reich 33 als Teil eines' Drainstromes. Dagegen wird ein 
Loch 7 durch das elektrische Drainfeld zuruckgefuhrt 
und unterhalb des effektiven Kanalbereiches 11 gespei- 
chert 

Wenn die durch StoBionisation erzeugten Locher un- 



• terhalb des effektiven Kanalbereiches 11 gespeichert 
werden, wie dies oben beschrieben ist, so erhoht sich das 
Potential in der Nahe des effektiven Kanalbereiches 1 1 
und eines Sourcebereiches 32, wodurch die Hone einer 
5 Source- Drain- Potentialbarriere verringert wird und die. 
Injektion eines Elektrons 36 aus dem Sourcebereich 32 
induziert wird. Dies verursacht den oben beschriebenen 
parasitaren bipolaren Effekt 
Als direktes Verfahren zum Verhindern eines solchen 

io parasitaren bipolaren Effektes, der durch den Substrat- 
Schwebeeffekt verursacht wird, wurde ein Kanalpoten- 
tialfestlegungsaufbau zum* Festlegen bzw. Festhalten 
oder Fixieren des Potentiales in einem Kanalbereich 
vorgeschlagen. So sind z. B. eine H-formige Kanalpo- 

15 tentialfestlegungsstruktur mit einer H-Gateleitung 17, 
wie sie in Fig. 32 dargestellt ist und eine T-formige Ka- 
nalpoten tialfestlegungsstruktiir mit einer T-Gateleitung 
17, wie sie in den Fig. 33 oder 34 gezeigt ist, durch J. 
Collinge in "Silicon-on-Insulator Technology" 102—04, 

20. offenbart 

Es wird "auf Fig. 32 Bezug genommen. Der aktive Be- 
reich 5 ist durch die H-Gateleitung 17 in vier Bereiche 
unterteilt, und weist eine erste Leitung (bzw. Verdrah- 
tung oder Leiterbahn) 1, eine zweite Leitung 2 und eine 
25 dritte Leitung 14 auf. Genauer gesagt ist das Paar der 
n + -Source-/Drainbereiche 3 mit den n*-Source- 
/Drainkontakten 9 auf beiden Seiten der ersten Leitung 

1 angebrdnet und zwischen einem Seitenabschnitt der 
zweiten Leitung 2 und einen Seitenabschnitt der dieser 

30 gegenflberUegenden dritten Leitung 14 eingeschlossen. 
Ein p + -Kana!potentiaIfestlegungsabschnitt 4 ist auf den 
jeweiligen anderen Seitenabschnitten der zweiten Lei- 
tung 2 und der dritten Leitung 14 angeordnet Ein Be- 
reich unterhalb der Gateleitung 17 ist vom p-Typ. Der 

35 effektive Kanalbereich 11 befindet sich unter der ersten 
Leitung 1. . 

Es wird auf Fig. 33 oder 34 Bezug genommen. Der 
aktive Bereich 5 ist in drei Bereiche durch die T- Leitung 
17 unterteilt und weist eine erste Leitung 1 und eine 

40 zweite Leitung 2 auf. Das Paar der n + -Source-/Drain- 
bereiche 3 ist an beiden Seitenabschnitten der ersten 
Leitung 1 auf einem Seitenabschnitt der zweiten Lei- 
tung 2 angeordnet Auf. dem anderen Seitenabschnitt 
der zweiten Leitung 2 ist der p + -Kanalpoteritialfestie : 

45 gungsbereich 4 angeordnet Unterhalb der ersten Lei- 
tung 1 befindet sich der effektive Kanalbereich 11 vom 
p-Typ. „ 

In dem oben beschriebenen Aufbau eines SOI-MOS- 
Transistors dringen Locher, die in den effektiven Kanal- 
50 bereich 11 flieBen, durch den unter der zweiten Leitung 

2 oder der dritten Leitung 14 angeordneten p-Bereich 
zu dem p + -Kanalpotentialfestlegungsbereich 4 um 

jiann an. einem p + -Kanalpotentialfestlegungskontakt 10 
ausgestoBen zu werden. Als Ergebnis hiervon kann der 

55 Substratschwebeeff ekt verhindert werden. 

Man stelle sich nun einen Transistor vor, der durch 
eine Verbindung einer Mehrzahl von SOI-MOS-Transi-* 
storen gebildet ist, wobei jeder dieser Transistoren ei- 
nen wie oben beschriebenen Aufbau aufweist In Fig. 35 

60 ist ein Transistor dargestellt, in welchem zwei der in 
. Fig. 32 gezeigten SOI-MOS-Transistoren in lateraler 
Richtung in Serie verbunden sind. Wie in Fig. 35 gezeigt 
ist, sind die zweiten Leitungen 2 und die dritten Leitun- 
gen 14 der beiden Transistoren miteinander verbunden. 

65 Demzufolge sind die Gatepotentiale der beiden Transi- 
storen gleich. Da die Potentiale der individuelien Transi- 
storen nicht gesteuert werden konnen, kann ein soldier 
Transistoraufbau, nicht allgemein verwendet werden. 
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Dariiber hinaus sihd in einem solchen SOI-MOS-Transi- 
stor, wie er in Fig. 36 dargesteilt ist, die zweiten Leitun- 
gen 2 der individueilen Transistoren fniteinander ver- 
bunden, so daB die Gatepotentiale der Transistoren die. 
gleichen sind Demzufolge kann der in Fig. 36 gezeigte 
SOI-MOS-Transistor nicht allgemein verwendet wer : 

den. ; . , 

In den in Fig. 32,33, 35 oder 36 gezeigten Figuren sind 
die zweite Leitung 2 oder die dritte Leitung 14 auf dem 
aktiven Bereich und auBerhalb des effektiven Kanalbe- 
reiches 11 gebildet. Diese Leitungen dienen als Maske 
zur Bildung des p + -Kanalpotentialfestlegungsbereiches 
4. Diese Leitungen erhohen jedoch die Kapazitat der 
Gateleitung und des darunterliegenden aktiven Berei- 
ches und v'erursachen so eine Verringerung der SchaJt- 
geschwindigkeit des Transistors. - 

Wenn zwei der in Fig. 34 dargestellten SOI-MOS- 
Transistoren miteinander in Serie geschaltet. werden, 
kann ein Aufbau erzielt werden, wie er in Fig. 37 darge- 
steilt ist In diesera Aufbau sind die Gatelettungen der 
jeweiligen Transistoren nicht miteinander verbunden 
und die Kanalpotentiale konnen individual festgelegt 
werden. 

Der in Fig. 34 gezeigte SOI-MOS-Transistor weist 
jedoch ein Problem mit Bezug auf seinen Herstellungs- 
prozeB auf. Wenn insbesondere bei der Bildung der Ga- 
■teleitung eine Abweichung der Maske auftritt, so kann 
ein Endabschnitt der zweiten Leitung 2 innerhalb des 
aktiven Bereiches 5 gebildet werden, wie dies in Fig. 38 
gezeigt ist (angezeigt durch B in der Figur). Die erste 
Leitung 1 "und die zweite Leitung 2 dienen als Maske fur 
eine Ionenimplantation zur Bildung des p + -Kanalpo- 
tentialfestlegungsbereiches 4 zur Festlegung des Kanak 
potentiates, Wenn demzufolge die Gateleitung so wie in 
Fig. 38 gezeigt gebildet wird, werden ph-Ionen ebenfalls 
in Teilen der n* -Source -/Drainbereiche 3 implantiert 
Als Ergebnis hiervon kann die Durchbruchsspannung 
zwischen dem n + -Source-/Drainbereich 3. und dem 
p + -Kanalpotentialfestlegungsbereich 4 nicht aufrecht 
erhalten werden und dieser SOI-MOS-Transistor kann 
nicht als Transistor dienen Es sei darauf hingewiesen, 
daB die Ecken des Musters in Fig. 38 durch Diffraktion 
(Beugung) zum Zeitpunkt der Belichtung abgerundet 
sind. 

Dariiber hinaus yerringert sich mit der Miniaturisie- 
rung der Einrichtung die Flache der ri + -Source-/Drain- 
kontakte 9 t die in dem n + -Source-/Drainbereich 3 gebil- 
det sind. Dies verringert die Kontaktflache uhd erhoht 
den Widerstand des Kontaktes und verschlechtert somit 
die elektrischen Eigenschaf ten des Transistors. 
* Wie oben beschrieben wurde zur Verhinderung des 
parasitaren bipolaren Effektes, der durch den Substrat- 
schwebeeffekt in SOI-MOS-Transistoren verursacht 
wird, ein Aufbau beriicksichtigt, wie er in den Fig. 32 bis 
34 gezeigt ist, der einen Kanalpotentialfestlegungsbe- 
reich einschlieBt Wenn jedoch eine Mehrzahl von SOI- 
MOS-Transistoren miteinander verbunden sind, so sind 
auch die Gateleitungen der jeweiligen Transistoren mit- 
einander verbunden. Demzufolge k6nnen die Gatepo- 
tentiale der individueilen Transistoren nicht gesteuert 
werden urid ein solcher Aufbau ist nicht allgemein ver- 
wendbar. 

Selbst wenn ein Aufbau verwendet wird, wie er in 
Fig. 37 gezeigt ist, in dem die Gatepotentiale der indivi- 
dueilen Transistoren gesteuert werden kdnnen, besteht 
ein Problem, welches mit der Maskenabweichung bzw. 
Verschiebung bei der . Bildung der Gateleitung zusam- 
menhangt Genauer gesagt sind wie in Fig. 38 gezeigt 



ist, der n + -Source-/Drainbereich 3 und der p + -Kanal- 
potentialfestlegungsbereich 4 elektrisch miteinander 
verbunden. Demzufolge wirkt dieser Aufbau nicht als 
Transistor. 

5 Dariiber hinaus besteht die Notwendigkeit zur Bil- 
dung einer zweiten Leitung 2 oder einer dritten Leitung 
14; wie dies in Fig. 32 oder 33 gezeigt ist, um einen 
p+-Kanalpotentialfestlegungsbereich 4 hinzuzufiigen. 
Hierdurch wird eine so genannte Gatekapazitat der Ga- 

io teleitung und des aktiven Bereiches erhoht, wodurch die 
Schaltgeschwindigkeit bzw. Verarbeitungsgeschwindig- 
keit oder Steuergeschwindigkeit verringert wird. 

Bei der weiteren Miniaturisierung " der Einrichtung 
verringert sich die GrdBe der n + -Source VDrainkontak- 

15 te 9, die mit den n^-SourceVDrainbereichen 3 verbun- 
den sind, die in Fig. 32 oder 33 gezeigt sind. Dies verrin- 
gert die Kontaktflache und erhoht hierdurch den Kon- 
taktwiderstand und verschlechtert die elektrischen Ei- 
genschaften. 

20 Die Aufgabe der vorliegenden Erfiridung besteht dar- 
in, einen SO I -MOS -Transistor bereitzustellen, in dem 
eine Gatekapazitat und ein Kontaktwiderstand zur Ver- 
besserung der . elektrischen Eigenschaften reduziert 
sind, wobei der SOl-MOS-Tansistor so aufgebaut ist, 

25 daB eine Verbindung einer Mehrzahl der Transistoren 
und ein individueller Betrieb derselben moglich ist und 
in dem der EinfluB einer Verschiebung einer Gatelei- 
tung, wenn eine solche w&hrend des Herstellungsver- 
fahrens des SOI-MOS-Transistors auftritt, verhindert 

30 wird. , . ... 

- Nach einer Ausgestaltung der vorliegenden Erfm- 
dung schlieBt eine Halbleitereinrichturig einen aktiven 
Bereich, der aus einer Halbleiterschicht besteht und auf 
einem isolierenden Film gebildet und von einem Isola- 

35 tionsbereich umgeben ist, und eine Gateleitung ein. Die 
Gateleitung schlieBt eine erste Leitung ein, die auf dem 
aktiven Bereich so ausgebildet ist, daB sie den aktiven 
Bereich uberkreuzt und die Gateleitung schlieBt ferner 
eine zweite Leitung ein, die sich von einem Seitenab- 

40 schnitt der ersten Leitung zu dem Isolationsbereich hin 
erstreckt 

Der aktive Bereich schlieBt einen ersten Bereich ein, 
der auf dem anderen Seitenabschnitt der ersten Leitung 
angeordnet ist Der aktive Bereich schlieBt ferner einen 

45 zweiten und einen dritten Bereich ein, die zu beiden 
Seiten der zweiten Leitung auf einem Seitenabschnitt 
der ersten Leitung angeordnet sind. 

Der erste bis dritte Bereich weisen jeweils einen Be- 
reich in ihrer Oberflache auf, in welchem ein Kontakt 

50 fiir eine elektrische Verbindung mit einem anderen Ele- 
ment gebildet werden kann, Der erste und der zweite 
Bereich sind von einem ersten Leitungstyp. Dagegen 
sind der dritte Bereich und ein Bereich, der unterhalb 
der Gateleitung angeordnet ist, von einem zweiten Lei- 

55 tungstyp. Weiterhin bilden die erste Leitung und der 
erste und der zweite Bereich einen SOI-MOS-Transi- 
stqr. 

Nach diesem Aufbau kann ein Kontakt in jedem Be- 
reich gebildet werden. Locher, die in dem Bereich unter- 

60 halb der ersten Leitung gespeichert sind, flie Ben in den 
Bereich des zweiten Leitungstyps. Einer der beiden Be- 
reiche des ersten Leitungstypes kann breiter als der 
andere Bereich ausgebildet sein. Mit der ersten Leitung 
und der zweiten Leitung, die den aktiven Bereich uber- 

65 queren und als Maske verwendet werden, kann der Be- 
reich des_ zweiten Leitungstyps in einer selbst-ausge- 
richteten Art und Weise gebildet werden. 

Als Ergebnis hiervon kann der parasitare bipolare 
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Effekt verhindert werden. Der Widerstand des in jedem 
Bereich gebildeten Kontaktes kann reduziert werden 
und der Kontakt zwischen dem Bereich des ersten Lei- 
tungstyps und dem Bereich des zweiten Leitungstyps, 
der rait der Positionsabweichung der Gateleitung in 
Verbindung gebracht wird, kann verhindert werden. 

Demzufolge kann eine Halbleitereinrichtung mit'ei- 
nem SOI-MOS-Transistor erhalten werden, die in ihren 
elektrischen Eige'nschaften Gberlegen ist und die eine 
hdhere Zuverlassigkeit aufweist 

Der Isolationsbereich kann in den ersten Bereich und 
den unterhalb der Gateleitung angeordneten Bereich 
hineinreichen und ein Teil der Grenze zwischen dem 
Isolationsbereich und dem aktiven Bereich kann unter- 
halb und entlang der ersten Leitung angeordnet sein. 

In einem solchen Falle wird die Kontaktflache zwi- 
schen der ersten Leitung und dem Bereich unterhalb der 
ersten Leitung verrirtgert 

Demzufolge wird die Gatekapazitat verringert Als 
Ergebnis hiervon wird die Betriebsgeschwindigkeit des 
Transistors erhoht und es kann eine Halbleitereinrich- 
tung mit sehr guter Leistung erhalten werden. 

Ferner kann der Isolationsbereich in den dritten Be- 
reich und den Bereich, der unterhalb der Gateleitung 
angeordnet ist, hineinreichen und ein Teil der Grenze 
zwischen dem Isolationsbereich und dem aktiven Be- 
reich kann unterhalb und entlang der ersten Leitung und 
der zweiten Leitung angeordnet sein. 

Auch in einem solchen Fall wird eine Kontaktflache 
zwischen der ersten Leitung und der zweiten Leitung 
und dem Bereich unterhalb dieser Leitungen verringert 

Demzufolge wird die Gatekapazitat reduziert Als ein 
Ergebnis hiervon wird die Betriebsgeschwindigkeit des 
Transistors erhoht und eine Halbleitereinrichtung mit 
einer sehr gut en Leistung kann erhalten werden. 

Nach einer weiteren Ausgestaltung der vorliegeriden 
Erfindung schlieBt eine Halbleitereinrichtung einen ak- 
tiven Bereich, der aus einer Halbleiterschicht auf einem 
Isolationsfilm gebildet und von einem Isolationsbereich 
. umgeben ist und eine Gateleitung ein. 
. Die Gateleitung schlieBt eine Leitung ein, die auf dem 
aktiven Bereich so ausgebildet ist, daB sie diesen kreuzt 
bzw. uberkreuzt . 

.Der aktive Bereich schlieBt einen ersten Bereich ein, 
der auf. einem Seitenabschnitt der Leitung angeordnet 
ist Der aktive Bereich schlieBt ferner in. einem Bereich, 
der auf dem anderen Seitenabschnitt der Leitung ange- 
ordnet ist, einen Isolationsbereich ein, der eine buchtfor- 
mige Form aufweist und der bis unterhalb der Leitung 
reicht, so daB der Bereich zweigeteilt wird und dessen 
Grenze mit dem aktiven. Bereich teilweise unterhalb 
und entlang der Verdrahtung angeordnet ist. Der aktive 
Bereich schlieBt einen zweiten und einen dritten Bereich 
auf beiden Seiten des buchtformigen Isolationsberei- 
chesein. 

Der erste und dritte Bereich weisen jeweils eine Gro- 
Be auf, die es zulaBt, daB ein Kontakt fur eine elektrische 
Verbindung zu einem anderen Element in ihrer Oberfla- 
che gebildet wird. Der erste und der zweite Bereich sind 
von einem ersten Leitungstyp. Dagegen ist der dritte 
Bereich und der Bereich, der unterhalb der Gateleitung 
angeordnet ist, von einem zweiten Leitungstyp. Die Lei- 
tung und der erste und der zweite Bereich bilden einen 
SOI-MOS-Transistor. 

In diesem Aufbau flieBen Locher, die in den Bereich 
unterhalb der Leitung gespeichert sind, in den Bereich 
des zweiten.Leitungstyps. Einer der beiden Bereiche des 
ersten Leitungstyps kann breiter als der andere Bereich 



ausgebildet sein. Eine Kontaktflache zwischen der Ga- 
teleitung und dem Bereich unterhalb der Gateleitung ist 
verringert 

■ Demzufolge kann der parasitare bipolare Effekt ver- 

5 hindert werden. Der Kontaktwiderstand in jedem Be- 
. reich kann verringert werden. Die Gatekapazitat wird 
verringert . 

Als Ergebnis hiervon kann eine Halbleitereinrichtung 

•' mit einem SOI-MOS-Transistor erhalten werden, die 

io eine sehr gute Leistung und Qberiegene elektrische Ei- 
genschaften aufweist und mit einer hohen Geschwindig- 
keit betrieben werden kann. 

Nach einer weiteren Ausgestaltung der vorliegenden 
Erfindung schlieBt eine Halbleitereinrichtung einen ak- 

15 tiven Bereich, der aus einer Halbleiterschicht auf einem 
Isolationsfilm und durch einen Isolationsbereich umge- 
ben ist und eine Gateleitung ein. 

Die Gateleitung schlieBt eine erste Leitung und eine 
zweite Leitung ein, die auf dem aktiven Bereich so gebil- 

20 det sind, daB sie denselben iiberqueren bzw; uberkreu- 
zen, ohne das sie einander uberkreuzen. Die Gatelei- 
tung schlieBt ferner eine dritte Leitung ein, die von ei- 
nem Seitenabschnitt der ersten Leitung zu dern Isola- 
tionsbereich verlauft Die Gateleitung schlieBt ferner 

25 eine vierte Leitung ein, die so gebildet ist, daB sie von 
einem Seitenabschnitt der zweiten Leitung zu dem Iso- 
lationsbereich verlauft ' 

Der aktive Bereich schlieBt einen ersten Bereich ein, 
der auf dem jeweiligen anderen Seitenabschnitt der er- 

30 sten Leitung und der zweiten Leitung gebildet ist Der 
akdve Bereich schlieBt ferner einen zweiten und einen 
dritten Bereich ein, die zu beiden Seiten der dritten * 
Leitung und auf einem Seitenabschnitt der ersten Lei- 
tung gebildet sind. Der aktive Bereich schlieBt ferner 

35 einen. vierten und einen funften Bereich ein, die zu bei- 
den Seiten der vierten Leitung auf einem Seitenab- 
schnitt der zweiten Leitung gebildet sind 

Der erste bis funfte Bereich weist jeweils eine GroBe 
auf, die zulaBt, daB ein Kontakt fur eine elektrische Ver- 

40 bindung mit einem anderen Element in ihrer Oberflache 
gebildet werden kann. Der erste, zweite und vierte Be- 
- reich sind von einem ersten Leitungstyp. Dagegen sind 
der dritte und funfte Bereich und ein Bereich, der unter- 
halb der Gateleitung angeordnet ist von einem zweiten 

45 Leitungstyp. Die erste und die zweite Leitung und der 
erste, zweite und vierte Bereich bilden einen SOI-MOS- 
Transistor. 

Nach diesem Aufbau sind die Gateleitungen der bei- 
den Transistoren nicht miteinander verbunden. Locher, 

50 die in dem Bereich unterhalb der ersten Leitung oder 
der zweiten Leitung gespeichert sind, flieBen in den Be- 
reich des zweiten Leitungstyps. Ein Kontakt kann in 
jedem Bereich gebildet werden. Einer der beiden Be- 
reich des ersten Leitungstyps von einem Transistor ist 

55 breiter ausgebildet als der andere Bereich. Werden Tel- 
le der ersten bis vierten Leitung, die den aktiven Bereich 
uberkreuzen, als Maske verwendet so kann der Bereich 
des zweiten Leitungstyps in einer selbst-ausgerichteten 
Art und Weise gebildet werden. 

60 Demzufolge konnendie Gatepotentiale der beiden 
Transistoren individueil gesteuert werden. Daruber hin- 
aus kann der parasitare bipolare Effekt der jeweiligen 
Transistoren verhindert werden. Die Kontaktwiderstan- 
de in jedem Bereich konnen reduziert werden. Der Kon- 

65 takt zwischen dem Bereich des ersten Leitungstyps und 
dem Bereich des zweiten Leitungstyps, der durch eine 
ortliche Abweichung bzw. eine Abweichung der Posi- 
tion der Gateleitung verursacht wird, kann verhindert 
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werden. 

Als Ergebnis hiervon kann eine Halbleitereinrichtung 
erhalten werden, die einen SOI-MOS-Transistor mit ho- 
her Zuverlassigkeit aufweist, die eine serielle Verbin- 
dung von zwei oder mehr SOI-MOS-Transistoren er- 
laubt, und-die in ihren elektrischen Eigenschaften iiber- 
legenist 

Nach einer weiteren Ausgestaltung der vorliegenden 
Erfindung schlieBt eine Halbleitereinrichtung einen ak- 
riven Bereich ein. der aus einer Halbleiterschicht auf 
einem isolierenden Film gebildet ist und von einem Iso- 
lationsbereich umgeben wird. Die Halbleitereinrichtung 
schlieBt ferner eine Gateleitung ein. 

Die Gateleitung schlieBt eine erste Leitung und eine 
zweite Leitung ein, die auf dem aktiven Bereich so aus- 
gebildet sind, daB sie-ihn uberkreuzen, ohne einander zu 
uberkreuzea Die Gateleitung schlieBt ferner eine dritte 
Leitung und eine vierte Leitung ein, die jeweils auf ei- 
nem Seitenabschnitt der ersten Leitung und der zweiten 
Leitung einander gegentiberliegend und zu dem Isola- 
tionsbereich hin so ausgebildet sind, daB sie ubereinan- 
der nicht aberkreuzen. 

Der aktive. Bereich schlieBt einen ersten Bereich ein, 
der auf jeweils einen Seitenabschnitt der ersten Leitung 
und der zweiten Leitung und auf den jeweiligen Seiten- 
abschnitten der dritten Leitung und der vierten Leitung, 
die einander gegenGberliegen, ausgebildet ist. Der akti- 
ve Bereich schlieBt ferner einen zweiten Bereich ein, der 
auf einem Seitenabschnitt der ersten Leitung und dem 
anderen Seitenabschnitt der dritten Leitung ausgebildet 
ist Per aktive Bereich schlieBt einen dritten Bereich ein, 
der auf einem Seitenabschnitt der zweiten Leitung und 
auf dem anderen Seitenabschnitt der vierten Leitung 
ausgebildet ist Der aktive Bereich schlieBt ferner einen 
vierten Bereich ein, der auf dem anderen Seitenab- 
schnitt der ersten Leitung ausgebildet ist, so wie einen 
fiinften Bereich, der auf dem anderen Seitenabschnitt 
der zweiten Leitung ausgebildet ist 

Der. erste bis funfte Bereich weist jeweils eine GroBe 
auf, die es -erlaubt einen Kontakt fur eine elektrische 
Verbindung mit einem anderen Element in ihrer Ober- 
flache auszubilden. Der erste, vierte und fiinfte Bereich 
sind von einem ersten Leitungstyp. Dagegen sbd der 
zweite und dritte Bereich und ein Bereich, der unterhalb 
der Gateleitung angeordnet ist, von einem zweiten Lei- 
tungstyp. Die erste und die zweite Leitung und der erste, 
vierte und funfte Bereich bilden einen SOI-MOS-Tran- 
sistor. 

Nach einer weiteren Ausgestaltung der vorliegenden 
Erfindung schlieBt eine Halbleitereinrichtung eine Ga- 
teleitung ein, die eine erste Leitung und eine zweite 
Leitung aufweist und die auf einem aktiven Bereich so 
ausgebildet sind, daB sie diesen uberkreuzen, "ohne das 
* sie einander selbst uberkreuzen. . 

In einem Bereich, der auf jeweils einen Seitenab- 
schnitt der ersten Leitung und der zweiten Leitung, die 
einander gegenuberliegen, angeordnet ist, ist ein insei- 
formiger Isolationsbereich vorgesehen, der den Bereich 
zweiteilt und der bis unterhalb der ersten und zweiten 
Leitung reicht Die Grenzen dieses inselformigen Isola- 
tionsbereiches mit dem aktiven Bereich ist teilweise un- 
terhalb und entlang der ersten und zweiten Leitungen 
angeordnet Der aktive Bereich schlieBt einen ersten 
und einen zweiten Bereich auf beiden Seiten des insel- 
formigen Isolationsbereiches ein. Der aktive Bereich 
schlieBt ferner einen dritten Bereich ein, der auf dem 
anderen Seitenabschnitt der ersten Leitung angeordnet 
ist, sowie einen vierten Bereich, der auf dem anderen 



Seitenabschnitt der zweiten Leitung angeordnet ist 

Der erste bis vierte Bereich weisen jeweils eine Gro- 
Be auf, die die Bildung eines Kontaktes fur eine elektri- 
' sche Verbindung mit einem anderen Element auf ihrer 
5 Oberflache zulassen. Der erste, dritte. und vierte Bereich 
sind von einem ersten Leitungstyp. Dagegen sind der 
zweite Bereich und ein Bereich, der unterhalb der Gate- 
leitung angeordnet sind, von einem zweiten Leitungs- 
typ. Die erste und zweite Leitung und der .erste, dritte . 
io und vierte Bereich bilden einen SOI-MOS-Transistor. 
Der Aufbau einer Halbleitereinrichtung nach der 
oben genannte Ausgestaltung der vorliegenden Erfin- 
dung erzahlt nicht nur die oben beschriebenen Effekte 
sondern auch die nachfolgend beschriebenen Effekte. 
15 Insbesondere ist die Kontaktflache zwischen der ersten 
und der zweiten Leitung und dem Bereich, der unterhalb 
dieser Leitungen angeordnet ist, ebenso wie die Gateka- 
pazitat verringert Da ein Bereich des ersten Leitungs- 
typs und der Bereich des zweiten Leitungstyps von zwei 
20 Transistbren geteilt werden, kann die Flache der Bau- 
' elemente selbst verringert werden. 

Als Ergebnis kann die Betriebsgeschwindigkeit des 
SOI-MOS-Transistors erhoht werden und eine hohere 
Integration der Einrichtung kann implementiert bzw. 
25 durchgefuhrt werden. 

, Weitere Merkmale und ZweckmaBigkeiten der vor- 
liegenden Erfindung ergeben sich aus der folgenden Be- 
schreibung von Ausfuhrungsbeispielen anhand der Fi- 
guren. Von den Figuren zeigeri: 
30 Fig. 1 eine Draufsicht, die einen SOI-MOS-Transistor 
gemaB einer ersten Ausfuhrungsform der vorliegenden 
Erfindung zeigt, . • . 

Fig. 2 eine Draufsicht, die einen aktiven Bereich unter 
einer Gateleitung des in Fig. 1 gezeigteh SOI-MOS- 
35 Transistors zeigt; 

Fig. 3 eine Draufsicht, die einen anderen SOI-MOS- 
Transistof gemaB der ersten Ausfuhrungsform der yor- 
liegeaden Erfindung zeigt; 
Fig. 4 eine Draufsicht, die einen SOI-MOS-Transistor 
40 nach einer zweiten. Ausfuhrunjgsform der vorliegenden 
Erfindung zeigt; 

Fig. 5 . eine Draufsicht die einen anderen SOI-MOS- 
Transistor gemaB der zweiten AusfQhrungsform der Er- 
findung zeigt, 

45 Fig. 6 eine Draufsicht, die einen weiteren SOI-MOS- 
Transistor nach der zweiten Ausfuhrungsform der vor- 
liegenden Erfindung zeigt; 

Fig. 7 eine Draufsicht, die einen SOI-MOS-Transistor 
nach einer dritten Ausfuhrungsform der vorliegenden 
50 Erfindung zeigt; 

Fig. 8 eine Draufsicht, die einen anderen SOI-MOS- 
Transistor nach der dritten Ausfuhrungsform der Erfin- 

dung zeigt; , - -. ' 

Fig. 9 eine Draufsicht, die einen weiteren SOI-MOS- 
. 55 Transistor nach der dritten Ausfuhrungsform der vorlie- 
genden Erfindung zeigt; 

■Fig. 10 eine Draufsicht, die einen SOI-MOS-Transi- 
stor nach einer vierten Ausfuhrungsform der vorliegen- 
den Erfindung zeigt; 
so Fig. 1 1 eine Draufsicht, die einen weiteren SOI-MOS- 
Transistor nach der vierten Ausfuhrungsform der vor- 
liegenden Erfindung zeigt; " 

Fig. 12 eine Draufsicht, die . einen SOI-MOS-Transi- 
stor nach einer fiinften Ausfuhrungsform der vorliegen- 
65 den Erfindung zeigt; 

Fig. 13 eine Draufsicht, die einen weiteren SOI-MOS-. 
Transistor nach der fiinften Ausfuhrungsform der vor- 
liegenden Erfindung zeigt; 
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Fig. 14 eine Draufsicht, die einen weiteren SOI-MOS- 
Transistor nach der funften Ausfiihrungsform der vor- 
liegenden Erfindung zeigt; 

Fig. 15 eine Draufsicht, die einen weiteren SOI-MOS- 
Transistor nach der funften Ausfuhrungsform der vor- 
liegenden Erfindung zeigt; 

Fig. 16' eine Draufsicht, die einen SOI-MOS-Transi- 
stor nach einer sechsten Ausfuhrungsform der vorlie- 
gendeh Erfindung zeigt; 

Fig. 17 eine Draufsicht, die einen weiteren SOI-MOS- 
Transistor nach der sechsten Ausfuhrungsform der Er- 
findung zeigt; 

Fig. 18 eine Draufsicht, die einen SOI-MOS-Transi- 
stor nach einer siebten Ausfuhrungsform der vorliegen- . 
den Erfindung zeigt; ■ 

Fig. 19 eine Draufsicht, die einen anderen SOI-MOS- 
Transistor nach der siebten Ausfuhrungsform der vor- 
iiegenden Erfindung zeigt, . 

Fig. 20 eine Draufsicht, die einen weiteren SOI-MOS- 
Transistor nach der siebten Ausfuhrungsform der vor- 
iiegenden Erfindung zeigt; 

Fig. 21 einen Querschnitt, der einen Schritt eines Bei- 
spieles eines Verfahrens zur Herstellung des SOI-MOS- 
Transistors nach der ersten Ausfuhrungsform der vor- 
liegenden Erfindung zeigt; 

Fig. 22 einen Querschnitt, der einen Schritt zeigt, der 
nach dem Schritt der Fig. 21 gemafi der ersten Ausfuh- 
rungsform der voriiegenden Erfindung auszufQhren ist; 

Fig. 23 einen Querschnitt, der einen Schritt zeigt der 
nach dem Schritt der Fig. 22 gemafi der ersten Ausfuh- 
rungsform der voriiegenden Erfindung auszufQhren ist; 

Fig. 24 eine Draufsicht, die einen Schritt zeigt, der 
nach dem Schritt der Fig. 23 gemaB der ersten Ausfuh- 
rungsform der voriiegenden Erfindung auszuf uhren ist; 

Fig. 25 eine Ansicht,. die einen Querschnitt entlang 
der Linie A- A in Fig. 24 zeigt; - 

Fig. 26 einen Querschnitt, der einen Schritt zeigt, der 
. nach dem Schritt der Fig. 25 gemaB der ersten Ausfuh- 
rungsform der voriiegenden Erfindung auszufuhren ist; 

Fig. 27 eine Ansicht, von oben, auf- eine Struktur, die 
den in Fig. 26 gezeigten Querschnitt aufweist; 

Fig. 28 einen Querschnitt^ der einen Schritt zeigt, der 
nach dem Schritt der Fig. 26 gemafi der ersten Ausfiih- 
rungsform der voriiegenden Erfindung auszufuhren ist; 

. Fig. 29 eine Ansicht, von oben, auf eine Struktur mit 
dem in Fig. 28 gezeigten Querschnitt; 

Fig. 30 eine Draufsicht, die ein Beispiel eines Aufbaus 
eines SOI-MOS-Transistors zeigt; 

Fig. 31 einen Querschnitt, der dieUmgebung der Ga- 
teleitung entlang der Linie B-B in Fig. 30 zeigt und den 
Elektronen-Loch-FluB anzeigt; 

Fig. 32 eine Draufsich't, die ein Beispiel eines Aufbaus 
eines verbesserten SOI-MOS-Transistors zeigt;' 

Fig. 33 eine Draufsicht, die ein weiteres Beispiel des 
Aufbaues des verbesserten SOI-MOS-Transistors zeigt; 

Fig. 34 eine Draufsicht, die ein weiteres Beispiel des 
Aufbaues des verbesserten SOI-MOS-Transistors zeigt; 

Fig. 35 eine Draufsicht, die eine Verbindung zweier in 
Fig. 32 gezeigter Transistoren zeigt; 

Fig. 36 eine Draufsicht, die eine Verbindung zweier in 
Fig. 33 gezeigter Transistoren zeigt; 

Fig. 37 eine Draufsicht, die eine Verbindung zweier, . 
in Fig. 34 gezeigter Transistoren zeigt; 

Fig. 38 eine Ansicht, von oben betrachtet, auf einen 
Zustand, in dem die Gateleitung des in Fig. 34 gezeigten 
Transistors eine ortliche Abweichung aufweist 

Im folgendeh wird die erste Ausfuhrungsform mit Be- 
zug auf die Figuren beschrieben. Es wird auf den in 



Fig. 1 dargesteilten SOI-MOS-Transistor Bezug ge- 
nommen. Ein aktiver Bereich 5 ist von einem Isolations- 
bereich 12 umgeben. 

Eine Gateleitung 17 schlieBt eine erste Leitung 1 und 
5 eine zweite Leitung 2 ein, die sich von einem Seitenab- 
schnitt der ersten Leitung 1 bis zu dem Isolationsbereich 
12 hin erstreckt Ein Bereich 3a des Paares der n + -Sour- 
ce-/Drainbereiche ist auf dem anderen Seitenabschnitt 
bzw. auf der anderen Seite der ersten Levtung 1 ange- 

io ordnet Der andere Bereich 3b des Paares der n + -Sour- 
ce-/Drainbereiche und ein p + -KanaIpotentialfestIe- 
gungsbereich 4 sind zu beiden Seiten bzw. .auf beiden 
Seitenabschnitten bzw. an beiden Seitenabschnitten der 
zweiten Leitung 2 und auf einer Seite bzw. einem Sei- 

15 tenabschnitt der ersten Leitung 1 angeordnet Das Paar 
der n*-Source-/Drainbereiche 3a, 3b und der p + -Ka- 
nalpotentialfestlegungsbereiche 4 schlieBen n + -Source- 
/Drainkontakte 9a, 9b und einen p + -fCanalpotentialfest- 
legungskontakt 10 ein. Ein Bereich 3a des Paares der 

20 n + -Source-/Drainbereiche ist breiter als der andere Be- 
* reich 3b. Demzufolge besteht der Kanalbereich des 
SOI-MOS-Transistors aus dem effektiven Kanalbereich 
11. 

Es wird auf Fig. 2 Bezug genommeru Ein p-Bereich 6 

25 ist unterhalb der ersten Leitung 1 und der zweiten Lei- 
tung 2 ausgebildet Wie in der Beschreibungseinleitung 
beschrieben wurde, fliefit ein Loch 7, welches durch den 
Substratschwebeeffekt erzeugt wurde, in den effektiven 
Kanalbereich 11. Das Loch 7, welches in den effektiven 

30 Kanalbereich 1 1 flieBt, dringt uber den p-Bereich 6 in 
den p + -Kanaipotentialfestlegungsbereich 4, wie dies 
durch den PfeU 8 angezeigt ist Demzufolge kann das 
Kanalpotential festgelegt bzw. fixiert werden. 
Wie oben beschrieben wurde, weist ein Bereich 3a des 

35 Paares der n^-SourceVDrainbereiche eine grofiere Fla^ 
che auf, als der andere Bereich 3b. Durch das Erhohen 
der Kontaktdurchmesser und da's Erhohen der Anzahl 
der Kontakte kann demzufolge die Flache wesentlich 
erhoht werden. Da der Kontaktwiderstand verringert 

40 werden kann, konnen die elektrischen Eigenschaften 
des SOI-MOS-Transistors verbessert werden. 

Da der p + -Kanalpotentialfestlegungsbereich 4 in ei- 
ner selbstausgerichteten Art und Weise gebildet ist, wo- 
bei Teile der ersten Leitung 1 so gebildet sind, daB sie 

45 sich uber den aktiven Bereich 5 strecken bzw. diesen 
uberkreuzen und die zweite Leitung 2 so ausgebildet ist, 
daB sie sich von einem Seitenabschnitt bzw. einer Seite 
der ersten Leitung 1 erstreckt und diese als Maske ver- 
wendet werden, ist eine Kontaktiertmg des p + -KanaI- 

50 potentialfestlegungsbereiches 4 und. des n + -Source- 
/Drainbereiches 3a, 3b nicht moglich, bzw. ein solcher 
Kontakt der Bereiche miteinander findet wahrend. des 
Herstellungsprozesses selbst dann nicht statt, wenn bei 
der Gateleitung eine Maskenabweichung auftritt Dem- 

55 zufolge konnen die Betriebseigenschaften des SOI- 
MOS-Transistors gegen eine Maskenverschiebung der 
■ Gateleitung stabilisiert werden. 

Die zweite Leitung 2 kann in der in Fig. 1 gezeigten 
Struktur gebogen sein, wie dies in Fig. 3 gezeigt ist In 

60 dem SOI-MOS-Transistor mit der gebogenen zweiten 
Leitung 2 kann der andere Bereich 3b des Paares der 
n + -Source-/Drainbereiche ebenfalls vergroBert Werden 
und der Kontaktwiderstand kann verringert werdea 
Demzufolge kann ein SOI-MOS-Transistor erhalten 

65 werden, dessen elektrische Eigenschaften uberlegen 
sind. 

Im folgenden wird eine zweite Ausfuhrungsform der 
voriiegenden Erfindung beschrieben. Es wird auf Fig. 4 
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Bezug genommen. Der Isolationsbereich 12 erstreckt 
sich bis in Teile des einen Bereiches des Paares der 
n + -Source-/Drainbereiche 3 und in einen Bereich, der 
unterhalb der ersten Leitung 1 der in Fig. 1 gezeigten 
SOI-MOS-Transistor-Struktur angeordnet ist Ein Teii 
13 der Grenze zwischen dem Isolationsbereich 12 und 
dem aktiven Bereich 5 ist unterhalb und entlang der 
ersten Leitung 1 angeordnet 

Nach diesem Aufbau wird eine Kontaktflache zwi- 
schen der ersten Leitung 1 und dem Bereich unterhalb 
der ersten Leitung 1 kleiner. Demzufolge kann die Ka- 
pazitat der Gateleitung reduziert werden und die Be- 
triebsgeschwindigkek des Transistors kann erhoht wer- 
den. 

Daruber hinaus kann die erste Leitung 1 des SOI- 
MOS-Transistors, der in Fig. 4 gezeigt ist, in einem Ab- 
schnitt der den effektiven Kanalbereich 11 ausschlieBt, 
verkurzt werden, wie dies in den Fig, 5 und 6 gezeigt ist 
In diesen Fallen wird die Kontaktflache zwischen der 
ersten Leitung 1 und dem Bereich unterhalb der ersten 
Leitung l.sehr viel kleiner und die Gatekapazitat kann 
weiter reduziert werden. Demzufolge kann die Verar- 
beitungsgeschwindigkeit weiter erhoht werden und es 
kann ein SOI-MOS-Transistor erhalten werden, der 
Uberlegene elektrische Eigenschaf ten aufweist 

Die dritte Ausfuhrungsforrn der vorliegenden Erfin- 
dung. wird im folgenden beschrieben. Es wird auf Fig. 7 
Bezug genommen. Der Isolations bereich 12 schh'eBt ei- 
nen Isolationsbereich 18 ein, der die Form einer Bucht, 
bzw. Lucke oder Nische t>zw. einer Ausbuchtung auf- 
weist Dieser buchtforrhige Isolationsbereich 18 reicht 
.bis in Teile des p + -Kanalpotentialfestlegungsbereiches 
4 und einen Bereich unterhalb der ersten Leitung 1 und 
der zweiten Leitung 2 der in Fig. 1 gezeigten SOI-MOS- 
Transistorstruktur hinein. Ein Teil bzw.'Abschnitt 13 
einer Grenze zwischen. dem buchtfSrmigen Isolations- 
bereich 18 und dem aktiven Bereich 5 ist unterhalb und 
entlang der ersten Leitung 1 und der zweiten Leitung 2 
angeordnet 

Nach diesem Aufbau. wird die Kontaktflache zwi- 
schen der ersten Leitung 1 und der zweiten Leitung 2 
und dem Bereich unterhalb der ersten Leitung 1 und der 
zweiten Leitung 2 kleiner. Demzufolge kann die Kapazi- 
t&t der Gateleitung reduziert werden und die Betriebs- 
geschwindigkeit des Transistors kann erhoht werden. 

Da die Gateleitung 17, die als Teil einer Maske bei der 
Bildung des p + -Kanalpotennalfestlegungsbereiches 4 in 
selbst-ausgerichteter Art und Weise dient, so gebildet 
werden kann, daB sie in einem Abschnitt der Grenze 
zwischen dem buchtformigen Isolationsbereich 18, der 
in den aktiven Bereich 5 hineinreicht und dem aktiven 
Bereich 5 selbst liegt, ist ein Spielraum fur eine Masken- 
abweichung. der Gateleitung hoch. Demzufolge kann 
der Betrieb des Transistors gegen Variationen der Li- 
thographic und der ProzeBschritte der Gateleitung sta- 
bilisiert werden. 

Daruber hinaus kann die zweite Leitung 2 verkurzt 
werden, wie dies in Fig. 8 gezeigt ist In diesem Falle 
wird die Gatekapazitat weiter reduziert und die elektri- 
schen Eigenschaf ten konnen weiter verbessert werden. . 

Daruber hinaus kann die zweite Leitung 2 verkurzt 
werden, so daB ietztendlich nur die erste Leitung 1 ent- 
halten ist, wie dies in Fig. 9 gezeigt ist In diesem Aufbau 
kann die Gatekapazitat' weiter reduziert werden. Dem- 
zufolge kann die Betriebsgeschwindigkeit des Transi- 
stors weiter verbessert werden. '* - 

Im obigen wurde der Aufbau eines SOI-MOS-Transi- 
stors beschrieben. Durch die Verwendung der Transi- 



storaufbauten, wie sie in der ersten bis dritten Ausfuh- 
rungsforrn beschrieben sind, kann eine Mehrzahl von 
Transistoren miteinander verbunden werden. Im folgen : 
den wird nun der Fall beschrieben, in dem eine Mehr-r 
5 zahl von SOI-MOS-Transistoren mkeinander verbun- 
den sind 

v Irn folgenden wird nun eine vierte Ausfuhrungsforrn 
der vorliegenden Erfindung beschrieben. Es wird auf 
Fig. 10 Bezug genommen. Ein aktiver Bereich 5 ist von 

lo einem Isolationsbereich 12 umgeben. Eine Gateleitung 
17 schlieBt eine erste Leitung 1 urid eine zweite Leitung 
2 ein, die auf dem aktiven Bereich 5 so gebildet sind, daB 
sie denselben iiberqueren bzw. uberkreuzen, ohne ein- 
ander selbst zu uberkreuzen. Die Gateleitung 17 

is schlieBt weiter eine dritte Leitung 14 und eine vierte 
Leitung 15 ein, die sich jeweils von einem Seitenab : 
schnitt der ersten Leitung 1 und der zweiten Leitung 2 
zu dem* Isolationsbereich 12 hin erstrecken. Der aktive 
Bereich 5 schlieBt einen Bereich 3a des Paares der 

20. n + -Source-/Drainbereiche ein, die durch den jeweils 
anderen Seitenabschnitt der ersten Leitung 1 und der 
zweiten Leitung 2 eingeschlossen sind und der andere 
Bereich 3b des Paares der n + -Source-/Drainbereiche 
und der p + -Kanalpotential festlegimgsbereich 4a, sind 

25 zu beiden Seiten der dritten Leitung 14 an einem Seiten- 
abschnitt der ersten Leitung 1 angeordnet Daruber hin- 
' aus schlieBt der aktive Bereich 5 den anderen Bereich 3c 
des Paares der n + -Source-/Drainbereiche.und p + -Ka- 
nalpotentialfestlegungsbereich 4b an beiden Seiten der 

30 vierten Leitung 15 und an einem Seitenabschnitt der 
zweiten Leitung 2 ein. Die n + -Source-/Drainkontakte 
9a, 9b f 9c sind in dem Paar der n + -Source VDrainberei- 
che 3a, 3b, 3c vorgesehen und der p + -Kanalpotential- 
festlegungskontakt 10a, 10b ist in den p + -Kanalpotenti- 

35 alf estlegungsbereich 4a, 4b vorgesehen. Dieser Aufbau 
entspricht einer Serienschaitung von zwei der in Fig. 1 
gezeigten SOI-MOS-Transistoren, bzw. ist einer sol- 
chen aquivalent, wobei ein Bereich des Paares der 
n^-Source-ZDrainbereiche 3 geteilt wird 

40 Locher, die in dem effektiven Kanalbereich 11 gespei- 
chert sind, dringen bzw. passieren oder flieBen durch 
..den p-Bereich uriter der Gateleitung 17 und flieBen in 
jeden der p + -Kanalpotentialfestlegungsbereiche 4a und 
4b. Demzufolge kann der parasitare bipolare Effekt ver- 

45 hindert werden. Da dariiberhinaus die erste Leitung 1 
und die zweite Leitung 2 nicht miteinander verbunden 
sind, konhen die Gatepotentiale der beiden SOI-MOS- 
Transistoren individuell gesteuert werden. Demzufolge 
kann ein Transistor gebildet werden, der.eine Mehrzahl 

50 von in Set ie miteinander verbundene Transistoren auf- 
weist. Daruberhinaus kann ein Bereich 3a des Paares 
der n + -Source-/Drainbereiche, der von den beiden 
Transistoren geteilt bzw. gemeinsam benutzt wird, in 
seiner Flache groBer ausgestaltet werden, als die ande- 

55 ren Bereiche.3b, 3c. Demzufolge kann der Kontaktwi- 
derstand reduziert werden. 

Daruberhinaus tragt der Aufbau, in dem ein Bereich 
3a des Paares der n + -Source-/Drainbereiche durch 
zwei Transistoren geteilt wird, zu der Reduktion der 

6o Flache bei, die durch die beiden Transistoren eingenom- 
men wird Demzufolge kann die Einrichtung hoher inte- 
griert bzw. dichter ausgestaltet werden. 

In einem Aufbau, wie er in Fig. 1 1 gezeigt ist, der 
dadurch gebildet wird, daB zwei der in Fig. 3 gezeigten 

65 SOI-MOS-Transistoren verbunden werden, konnen 
ahnliche Effekte erzielt werden. 

[m folgenden wird nun die fiinfte Ausfuhrungsforrn 
der Erfindung beschrieben. Es wird auf Fig. 12 Bezug 
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genommen. Der Isolationsbereich 12 schlieBt einen 
buchtformigen Isolationsbereich 18 ein, der in Teile ei- 
nes Bereiches 3a des Paar.es der n + -Source-/Drainbe- 
reiche hineinreicht, die durch- die beiden Transistoren 
geteilt werden, und in Teile des Bereiches hineinreicht, 
der unterhalb der ersten Leitung 1 und der zweiten 
Leitung 2 des in Fig. 10 gezeigten Aufbaiis eines SOI- 
MOS-Transistors angeordnet ist EinTeil 13 der Grenze 
zwischen den buchtformigen Isolationsbereich 18 und 
dem aktiven Bereich 5 ist unterhalb und entlang der 
ersten Leitung 1 und der zweiten Leitung 2 angeordnet. 

Bei dieserh Aufbau wird die Kontaktflache zwischen 
der ersten Leitung 1 und der zweiten Leitung 2 und dem 
Bereich, der unterhalb der ersten Leitung 1 und der 
zweiten Leitung 2 angeordnet ist, kleiner. Demzufoige 
kann die ICapazitat der Gateleitung reduziert werden 
und die Betriebsgeschwindigkeit des Transistors kann 
erhoht werden. , 

Ein derartiger Aufbau, wie er in Fig- 12 gezeigt ist, 
und der zwei Transistoren einschlieBt, kann einen Auf- 
bau aufweisen, wie er in den Fig. 13 oder 14 gezeigt ist 

Es wird auf Fig. 13 Bezug genommen, Genauer ge- 
sagt ist die erste Leitung 1 und die zWeite Leitung 2 in 
den jeweiligen Abschnitten, die die Leitungen auf dem 
effektiven Kanalbereich 11 ausschlieBen, verkiirzt Es 
wird auf Fig. 14 Bezug genommen. Die Leitungen sind 
weiter verkiirzt, so daB die Gateleitung 17 jeweils in 
einer L-Form und einer gespiegelten oder umgedrehten 
L- Form ausgebildet sind. 

Demzufoige ist die Kontaktflache zwischen 'der er- 
sten Leitung bzw. ersten Leiterbahn 1 und der zweiten 
Leitung bzw. zweiten Leiterbahn 2 und dem Bereich 
unterhalb dieser Leitungen veninjgert und demzufoige 
kann die Gatekapazitat verringert werden. Als Ergebnis. 
hiervon kann ein Aufbau erhalten werden, der eine Viel- 
zahi von SOI-MOS-Transistoren einschlieBt, die mitein- 
ander in Serie geschaltet sind und die einen Betrieb mit 
einer hoheren Geschwindigkeit erinoglichen.. Wie in 
Fig. 15 gezeigt ist, kann daruberhinaus der Isolierbe- 
reich 12 bis in einen Teil des Paares der n + -Source- 
/Drainbereiche 3a, 3b, 3c der beiden Transistoren in 
dem in Fig. 11 gezeigten Transistoraufbau hineinrei- 
chen. Selbst in einem solchen Aufbau kann die Gateka- 
pazitat reduziert und die Betriebsgeschwindigkeit. des 
Transistors erhoht werden. 

Auf der Grundlage der in den Fig. 8 oder 9 gezeigten 
SOI-MOS-Transistoren kann eine Serienschaltung von 
zwei SOI-MOS-Transistoren, wie sie in Fig. 16 oder 
Fig. 1 7 gemaB einer sechsten Ausfuhrungsform der vor- 
liegenden Erfindung gezeigt sind, aufgebaut werden. 

Es wird auf Fig. 16 Bezug genommen: Ein aktiver 
Bereich 5 ist von einem Isolationsbereich 12 umgeben. 
Der aktive Bereich 5 schlieBt eine Gateleitung 17 ein, 
die eine erste Leitung 1 und eine zweite Leitung "2 ein-" 
schlieBt, die auf dem aktiven Bereich 5 so gebildet sind, 
■ daB sie diesen uberqueren, ohne einander zu uberque- 
ren. Die Gateleitung 17 schlieBt ferner eine dritte Lei- 
tung 14 und eine vierte Leitung 15 ein, die sich von 
jeweils einem Seitenabschnitt der ersten Leitung 1 und 
der zweiten Leitung 2, die einander gegenuberliegen, 
erstrecken. In einem Bereich, der durch die erste Lei- 
tung 1 und die zweite Leitung 2 eingeschlossen ist, ist ein 
inselformiger Isolationsbereich 16 vorgesehen, der den 
Bereich zweiteilt Ein Bereich 3a des Paares der 
n^-Source-ZDrainbereiche und der p + -Kanalpotential- 
festlegungsbereich 4 sind zu beiden Seiten des inselfor- 
migen Isolationsbereiches 16 angeordnet und der ande- 
re Bereich 3b, 3c des Paares der n + -Source-/Drainbe- 



reiche ist auf der jeweiligen anderen Seite bzw. dem 
jeweiligen anderen Seitenabschnitt der ersten Leitung 1 
und der zweiten Leitung 2 angeordnet. Teilabschnitt 13 
einer Grenze zwischen dem inselformigen Isolationsbe- 
5 reich 16 und dem aktiven Bereich 15 ist unterhalb und 
entlang der ersten und zweiten Leitungen 1 und 2 ange- 
ordnet - 
Wie in Fig. 17 gezeigt ist, kann darGber hinaus auf die 
. dritte Leitung 14 und die vierte Leitung IS in' der Struk- 
io tur der Fig, 1 6 verzichtet werden. 

Bei diesen Strukturen sind die Gateleitungen 17 von 
zwei SOI-MOS-Transistoren nicht miteinander verbun- 
den. 

Demzufoige konnen die Gatepotentiale der zwei 

15 SOI-MOS-Transistoren individuell gesteuert werden. 
Dementsprechend kann ein Transistor gebildet werden, 
der eine Vielzahl von Transistoren enthalt, die miteinan- 
der in Serie geschaltet sind. Daruberhinaus enthalt 
Fig. 17 keine dritte Leitung 14 und keine vierte Leitung 

20 15. Demzufoige kann die Gatekapazitat weiter redu- 

' ziert werden. Als Ergebnis hiervon konnen die Betriebs- 
eigenschaf ten des Transistors weiter verbessert werden. 

Sowohl in Fig. 16 als auch in Fig. 1 7 sind Transistoren 
dargestellt, bei denen ein Bereich 3a des Paares der 

25 n + -Source-/Drainbereiche und der p^-KLanalpotential- 
festlegungsbereich 4 von zwei Transistoren geteilt wer- 
den. Demzufoige kann eine Flache, die durch diese, 
Transistoren eingenommen wird,' verringert werden. Als 
ein Ergebnis hiervon kann die Einrichtung starker inte- 

30 griert werden. 

Durch die Kombination.zweier SOI-MOS-Transisto- 
ren, wie sie in den Fig. 8 oder 9 gezeigt sind, kann ein 
SOI-MOS-Transistor, wie er in Fig. 18, 19 oder 20 nach 
einer siebten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfin- 

35 dung gezeigt ist,.gebtldet werden. In jedem dieser Falle 
konnen die Gatepotentiale der jeweiligen Transistoren 
individuell gesteuert und die Gatekapazitat reduziert 
werden. Demzufoige kann ein Transistor erhalten wer- 
den, dessen Betriebseigenschaften uberlegen bzw. ver- 

40 bessertsind. 

Die oben beschriebenen SOI-MOS-Transistorstruk- 
turen konnen leicht unter der Verwendung herkomrnli- 
cher Herstellungstechniken gebildet werden. Ein Bei- 
spiel eines Herstellungsverfahrens wird im folgenden 

45 kurz beschrieben.- 

Mit einem SlOX-Verfahren (Separation by Implanted 
Oxygen), Trennung durch Sauerstoffirnplantation) wird 
nach der Implantation von Sauerstoffionen.in ein Sili- 
ziumsubstrat 20 zur Bildung eines SOI-Substrates aus 

50 einer Siliziumschicht 22, einer isolierenden Schicht 21 
und einem Siliziumsubstrat 20, wie es in Fig. 21 gezeigt 
ist, eine vorbestimrnte Warmebehandlung ausgefuhrt 
Wie in Fig. 22 gezeigt wird, werden anschlieBend Bor- 
Ionen 23 in die Siliziumschicht 22 mit einer Dosierung 

55 von 10 n bis 10 l2 /cm 2 zur Bildung einer p-Halbleiter- 
schicht jmplantiert Zur Bildung eines p-Bereiches 24, 
wie er in Fig. 23 gezeigt ist, werden eine vorbestimrnte 
Lithographie und entsprechende ProzeBschritte ausge- 
fuhrt AnschlieBend wird die Gateleitung 17 mit einer 

60 ersten Leitung 1 und einer zweiten Leitung 2 aus einem 
Metall-Polyzid (Polycide)-Film gebildet, wie dies in 
Fig. 24 gezeigt ist, nachdem ein Gateoxidfilm 25 dazwi- 
schen eingebracht worden ist Fig. 25 stellt einen Quer- 
schnitt dar, der entlang der Linie A-A der Fig. 24 ge- 

65 nommen wurde. Wie in Fig. 26 dargestellt ist, werden 
anschlieBend, zur Bildung eines p + -Kanalpotentialfest- 
legungsbereiches 4 Borionen 23 mit einer Dosierung 
von 10 ls /cm 2 implantiert wobei ein vorbestimmter Be- 
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reich mit Photoresist uberdeckt ist Fig. 26 zeigt einen 
Querschnitt der entlang der Linie A-A der Fig. 27 ge- 
nommen wurde. AnschlieBend wird der Photoresist 26 
entfernt. Daruberhinaus wird eine Photolithographic 
ausgefuhrt und Arsen-Ionen 28 werden mit einer Dosie- 5 
rung von \Q ls /cm 2 implantiert, wobei ein Photoresist 26 
als Maske zur Bildung der n+-Source/Drainbereiche 3k, 
3b verwendet' wird, wie dies in Fig. 28 dargestellt ist 
Fig. 28 stellt einen Querschnitt dar, der entlang der Li- 
nie A-A der Fig. 29 genommen wurde. AnschlieBend 10 
wird der Photoresist 26 entfernt Durch die oben be- 
schriebenen Schritte kann ein SOI-MOS-Transistor, wie 
erinFig. 1 dargestellt ist, leicht gebildet werden. 

Es sei angemerkt, daB beispielsweise in einem 256 
MDRAM die Breite der Gateleitung 0,3 urn betragt und 15 
die GroBe der n + -Source-/Drainkontakte 9a, 9b, 9c und 
des p + -Kanalpotentialfestlegungskontaktes 10, 10a, 10b 
0,3 u.rn x 0,3 urn betragt. 

Die Feststellungs- bzw. Ausrichtungsgenauigkeit der 
Gateleitung oder ahnlichem wird auf cal 0,06 u,m ge- 20 . 
schatzt. 1 

In derobigen Beschreibung wurde ein Beispiel eines 
n-Kanaltransistors mit einem p-Kanalbereich gezeigt . 
Ein p-fCanaltransistor kann ahnlich gebildet werden. 

In diesem Falle kann beispielsweise ein n-Kanalbe- 25 
reich durch die Implantation von Phosphor und ein 
p-Source-/Drainbereich durch die Implantation von BF 2 . 
gebildet werdea 

Patentanspriiche 30 

1. Halbleitereinrichtung vom SOI-Typ mit 

einem aktiven Bereich (5) aus einer Halbieiter- 
schicht die auf einem isolierenden Film gebildet 
und von einem Isolationsbereich (12) umgeben ist, 35 
und einer Gateleitung (17), 

wobei die Gateleitung (17) eine erste Leitung (1), 
' die auf dem aktiven Bereich (5) so gebildet ist, daB 
sie den aktiven Bereich (5) kreuzt, und eine zweite 
Leitung (2), die von einem Seitenabschnitt der er- 40 
sten Leitung (1) bis zu dem Isolationsbereich (12) 
gebildet ist, aufweist und. 

der aktive Bereich (5) einen ersten Bereich (3a), der 
auf dem anderen Seitenabschnitt der ersten Lei- 
tung (1) gebildet ist, und einen zweiten und dritten 45 
Bereich (3b, 4), die auf beiden Seiten der zweiten 
Leitung (2) und einem Seitenabschnitt der ersten 
• Leitung (1) angeordnet sind, aufweist, wobei ■ . • 
der erste bis dritte Bereich (3a ( 3b, 4) jeweils einen 
Bereich aufweist, in dem die Bildung eines Kontak- 50 
tes (9a, 9b, 10) zum elektrischen AnschluB mit ei- 
nem anderen Element in ihrer Oberflache moglich 
ist, aufweist 

der erste und der zweite Bereich von einem ersten 
Leitungstyp sind, der dritte Bereich (4) und ein un- 55 
terhalb der Gateleitung (17) angeordneter Bereich 
von einem zweiten Leitungstyp sind und 
die erste Leitung (1) und der erste und zweite Be- 
reich (3a,3b) einen SOI-MOS-Transistor bilden. 

2. Halbleitereinrichtung nach Anspruch 1, dadurch eo 
gekenhzeichnet daB der Isolationsbereich (12) in 
*den ersten Bereich (3a) und einen Bereich, der un- 
terhalb der Gateleitung (17) angeordnet ist reicht 
und ein Teil einer Grenze zwischen dem Isolations- 
bereich (12) und dem aktiven Bereich (5) unterhalb 65 
und entlang der ersten Leitung (1) angeordnet ist 

3. Halbleitereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, • 
dadurch gekennzeichnet daB 
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der Isolationsbereich (12) ernen buchtformigen Iso- 
lationsbereich (18) aufweist der in den dritten Be- 
reich (4) und den Bereich, der unterhalb der Gate- 
leitung (17) angeordnet ist hineinreicht, und 
ein Teil einer Grenze zwischen .dem Isolationsbe- 
reich (12) und dem aktiven Bereich (5) unterhalb 
• * und entlang der ersten Leitung (1) und der zweiten 
Leitung (2) angeordnet ist 

4, Halbleitereinrichtung vom SOI-Typ rnit 

einem aktiven Bereich (5) aus einer Halbleiter- 
schicht, die auf einem isolierenden Film gebildet 
und von einem Isolationsbereich (12) umgeben ist, 
und einer Gateleitung (17), wobei 
die Gateleitung (17) eine Leitung (1) einschlieBt die 
auf dem aktiven Bereich (5) so gebildet, ist daB sie 
den aktiven Bereich (5) uberkreuzt und 
der Isolationsbereich (12) in einem Bereich, der an 
dem anderen Seitenabschnitt der Leitung (1) ange- 
ordnet ist einen buchtformigen Isolationsbereich 
(18) aufweist der bis unterhalb der Leitung (1) 
reicht so daB der Bereich zweigeteilt wird und des- 
sen Grenze mit dem aktiven Bereich (5) teilweise 
unterhalb und entlang der Leitung (1) angeordnet 
ist 

der aktive Bereich (5) 

einen ersten Bereich (2a), der .auf einem Seitenab- 
schnitt der Leitung (1) angeordnet ist, und einen 
zweiten und einen dritten Bereich (3b, 4), die zu 
beiden Seiten des buchtformigen Isolationsberei- 
ches (18) auf dem anderen Seitenabschnitt der Lei- 
tung (1) angeordnet sind, aufweist, wobei 
der erste bis dritte Bereich (3a, 3b, 4) jeweils eine 
GroBe aufweist die es eriaubt daB ein Kontakt (9a, 
9b, 10) fur eine elektrische Verbindung mit einem 
anderen Element auf ihren Oberflachen gebildet 
werden kann, 

der erste und der zweite. Bereich (3a, 3b) von einem 
ersten Leitungstyp sind, der dritte Bereich (4) und 
der Bereich, der sich unterhalb der Gateleitung (17) 
befindet von einem zweiten Leitungstyp sind und 
. die Leitung (1) und der erste und der zweite Bereich 
(3a, 3b) einen SOI-MOS-Transistor bildea 

5. Halbleitereinrichtung vom SOI-Typ mit einem 
aktiven Bereich (5) aus einer Halbleiterschicht die 
auf einem isolierenden Film gebildet tind von einem 
Isolationsbereich (12) umgeben 1st und einer Gate- 
leitung (17), wobei 

die Gateleitung (17) 

eine erste Leitung (1) und eine zweite . Leitung (2) 
einschlieBt die auf dem aktiven Bereich (5) so gebil- 
~ det sind, daB sie den aktiven Bereich (5) uberkreu- 
zen, ohne einander zu uberkreuzen und 
eine dritte Leitung (14), die auf einem Seitenab-. 
- schnitt der ersten Leitung (1) auf den Isolationsbe- . 
reich (12) zuiaufend gebildet ist und 
eine vierte Leitung (15), die von einem Seitenab- 
schnitt der zweiten Leitung (2) auf den Isolations- 
bereich (12) zuiaufend gebildet ist aufweist und 
der aktive Bereich (5) 

einen ersten Bereich (3a), der an dem anderen Sei- 
tenbereich der ersten Leitung (1) und dem anderen 
Seitenbereich der zweiten Leitung (2) angeordnet 
ist einen zweiten und einen dritten Bereich (3b, 4a), 
die zu beiden Seiten der dritten Leitung (14) an 
einem Seitenabschnitt der ersten Leitung (1) ange- 
ordnet sind, und 

einem vierten und einem funften Bereich' (3c, 4b), 
die an beiden Seiten der vierten Leitung (15) an 
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einem Seitenabschnitt der zweiten Leitung (2) an- 
geordnet sind, aufweist 

der erste bis funfte Bereich (3a, 3b, 4a, 3c, 4b) je- . 
weils eine GroBe aufweist, die die Bildung eines 
Kontaktes (9a, 9b, 10a, 9c, 10b) fur eine elektrische 5 
Verbindung mit eihem anderen Element an ihrer 
Oberflache erlauben, 

der erste, zweite und vierte Bereich (3a, 3b, 3c) von 
einem ersten Leitungstyp sind, 

der dritte und funfte Bereich (4a, 4b) und ein Be- 10 
reich, der sich unterhalb der Gateieitung (17) befin- 
det, von einem zweiten Leitungstyp sind und 
die erste und die zweite Leitung (1,2) und der erste, 
zweite und vierte Bereich (3a, 3b, 3c) einen SOI- 
Transistor bilden. 15 

6. Halbleitereinrichtung nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Isolationsbereich (12) ei- 
nen buchtfdrmigen Isolationsbereich (18) aufweist, 
der in den ersten Bereich (3a), und den Bereich der 
sich unterhalb der Gateieitung (17) befindet, hinein- 20 
reich t, und 

ein Teil einer Grenze zwischen den buchtformigen 
Isolationsbereich (18) und dem aktiven Bereich (5) 
unterhalb und entiang der ersten und zweiten Lei- 
tung (1,2) angeordnetist 25 

7. Halbleitereinrichtung, vorn SOI-Typ mit 

einem aktiven Bereich (5) aus einer Halbleiter- 
schicht, die auf einem isolierenden Film gebildet 
und von einem Isolationsbereich (12) umgeben ist, 
und einer Gateieitung (17) wobei 30 
die Gateieitung (17) 

eine erste Leitung (1) und eine zweite Leitung (2), 
die auf dem aktiven Bereich (5) so gebildet sind, daB . 
sie den aktiven Bereich (5) uberkreuzen, ohne ein- 
ander zu uberkreuzen, und 35 
eine dritte Leitung (14) und eine vierte Leitung (15), 
die auf den jeweils einen Seitenabschnitt der ersten 
Leitung (1) und der zweiten Leitung (2), die einan- 
der gegenuberliegen, so gebildet sind, daB sie sich 
zu dem Isolationsbereich (12) erstrecken, ohne daB 40 
sie einander uberkreuzen, aufweist und der aktive 
Bereich (5) 

einen ersten Bereich (3a), der auf jeweils einem 
Seitenabschnitt der ersten und der zweiten Leitung 
(1, 2) und auf jeweils einen Seitenabschnitt der drit- 45 
ten und vierten Leitung (14, 15), die einander ge- 
genuberliegen, angeordnetist, 
einen zweiten Bereich (4a), der auf einem Seitenab- 
schnitt der ersten Leitung (1) und dem anderen Sei- 
tenabschnitt der dritten Leitung (14) angeordnet 50 
sind, einen dritten Bereich (4b), der auf einem Sei- 
tenabschnitt der zweiten Leitung (2) und dem ande- 
ren Seitenabschnitt der vierten Leitung (15) ange- 
ordnet ist, einen vierten Bereich (3b), der auf dem 
anderen Seitenabschnitt der ersten Leitung (1) an- 55 
geordnet ist und 

einen funften Bereich (3c), der auf dem. anderen 
Seitenabschnitt der zweiten Leitung (2) angeordnet 
ist, aufweist, wobei der erste bis fuhite Bereich (2a, 
4a, 4b, 3b, 3c) jeweils eine GrdBe aufweist, die die go 
Bildung eines Kontaktes (9a, 10a, 10b, 9b, 9c) zum . 
elektrischen Verbinden mit einem anderen Element 
in ihren Oberflachen ermdglichen, der erste, vierte 
und funfte Bereich (3a, 3b, 3c) von einem ersten 
Leitungstyp sind, • _ 65 

der zweite und dritte Bereich (4a, 4b) und der Be- 
reich unterhalb der Gateieitung (17) von einem 
zweiten Leitungstyp sind und die erste und die 
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zweite Leitung (1,2) und der erste, vierte und funfte 
Bereich (3a, 3b, 3c) einen SOI-MOS-Transistor bil- 
den. 

8. Halbleitereinrichtung vom SOI-Typ mit einem 
aktiven Bereich (5) aus einer Halbleiterschicht, die 
auf einem isolierenden Film gebildet ist und von 
einem Isolationsbereich (12) umgeben ist, und einer 
Gateieitung (17) wobei die Gateieitung (17) 

eine erste Leitung (1) und eine zweite Leitung (2), 
die auf dem aktiven Bereich (5) so gebildet sind, daB 
sie den aktiven Bereich (5) uberkreuzen, ohne ein- 
ander zu uberkreuzen, aufweist, 
ein inselformiger Isolationsbereich (16) in einem 
Bereich auf jeweils einem Seitenabschnitt der er- 
sten Leitung (1) und der zweiten Leitung (2), die 
einander gegenuberliegen, vorgesehen ist, der den 
Bereich zweiteilt, der in einen Bereich hineinreicht, 
der unterhalb der ersten und der zweiten Leitung 
(1, 2) angeordnet ist und dessen Grenze mit dem 
aktiven Bereich (5) teilweise unterhalb und entiang 
der ersten und der zweiten Leitung (1, 2) angeord- 
net ist, der aktive Bereich (5) 

einen ersten und einen zweiten Bereich (3a, 4), die 
zu beiden Seiten des inselformigen Isolationsbereir 
. ches (16) angeordnet sind, 
einen dritten Bereich (3b), der an dem anderen Sei- 
tenabschnitt der ersten Leitung (1) angeordnet ist, 
und 

einen vierten Bereich (2c), der auf dem anderen 
Seitenabschnitt der zweiten Leitung (2) angeordnet 
ist, aufweist 

der erste bis vierte Bereich (3a, 4, 3b, 3c) jeweils 
eine GrdBe aufweist, die es erlaubt, daB ein Kon- 
takt (9a, 10, 9b, 9c) zum elektrischen Verbinden mit 
einem anderen Element in ihren Oberflachen gebil- 
det werden kann, } 

der erste, dritte und vierte Bereich (3a, 3b, 3c) von 
einem ersten Leitungstyp sind, . 
der zweite Bereich (4) und der Bereich, der unter- 
halb der Gateieitung (17) angeordnet ist, von einem 
zweiten Leitungstyp sind und 
die erste und die zweite Leitung (1,2) und der erste, 
dritte und vierte Bereich, (3a, 3b, 3c) einen SOI- 
MOS-Transistor bilden. 

9. Halbleitereinrichtung vom SIO-Typ mit 

einem aktiven Bereich . (5) aus einer Halbleiter- 
schicht, die auf einem isolierenden Film gebildet 
und von einem Isolationsbereich. (12) umgeben ist, 
und einer Gateieitung (17) wobei 
die Gateieitung (17) 

eine erste Leitung (1) und eine zweite Leitung (2), 
die auf dem aktiven Bereich (5) so gebildet sind, daB 
sie den ( aktiven Bereich (5) uberkreuzen, ohne ein- 
ander zu iiberkreuzea ohne einander zu uberkreu- 
zen, aufweist, 

der Isolationsbereich (12) in einem Bereich, der je- 
weils an einer Seite mit der ersten Leitung (1) und 
der zweiten Leitung (2), die einander gegenuberlie- 
gen, angeordnet ist, einen ersten und einen zweiten 
buchtformigen Isolationsbereich (18a, 18b) auf- 
weist, der in den Bereich in zwei Richtungen hinein- 
reicht und dessen Grenze mit dem aktiven Bereich 
(5) teilweise und unterhalb und entiang der ersten 
und zweiten Leitung (1, 2) angeordnet ist, der aktive 
Bereich (5) in dem Bereich 

einen ersten Bereich (3a), der zwischen dem ersten 
und dem zweiten buchtformigen Isolationsbereich 
(18a, 18b) eingeschlossen ist, 
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einen zweiten Bereich (4a), der von dem ersten 
buchtffirmigen Isolationsbereich (18a), dem Isola- 
tionsbereich (12) und der zweiten Leitung (2) umge- 
ben ist, 

einen dritten Bereich (4a) der von dem zweiten 5 
buchtformigen Isolationsbereich (18b), dem Isola- 
tionsbereich (12) und der ersten Leitung (1) umge- 
benist, 

einen vierten Bereich (3b), der auf einem anderen 
Seitenabschnitt der ersten Leitung (1) angeordnet 10 
ist, und 

einen fiinften Bereich (3c), der auf; dem anderen 
Seitenabschnitt der zweiten Leitung (2) angeordnet 
ist, aufweist, wobei 

der erste bis funfte Bereich (3a, 4a, 4b, 3c) jeweils 15 
eine GroBe aufweist, die die Bildung eines Kontak- 
tes (9a, 10a, 10b, 9b, 9c) fur eine elektrische Verbin- 
dung mit einem anderen Element in ihren Oberfla- 
chenermoglicht, 

der erste, vierte und funfte Bereich (3a, 3b, 3c) von 2Q- 
^einem ersten Leitungstyp ist, der zweite und dritte 
Bereich (4a, 4b) und def Bereich, der sich unterhalb 
der Gateleitung (17) befindet; von einem zweiten 
Leitungstyp ist und die erste und zweite Leitung (1, 
2) und der erste, vierte und funfte Bereich (3a, 3b,. 25 
3c) einen SIO-MOS-Transistor bildet 

Hierzu 18 Seite(n) Zeichnungen 
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